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Verfatiren zur Herstellung einer tragbaren Karte zur InfbrmatTonsverarbeituno 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer 
tragbaren Karte (4) zur tnformatlonsverart^eitung. dip efnen in 
der Karte (4) angeordneten Halbleiter-Chip (5) und aufiere 
/\nschlu6bGreiche (3), die mit den Kontaktierungsfl&chen (17) 
das Haiblefter-Chips (5) durch ein Leitemetz (6) verbunden 
sind. aufweist Der Halbteiter-Chlpi (5) urKi die auBeren 
/^schluBbereiche (3) werden in einer fensterartlgen Ausspa- 
rung eines Kartenkdrpers (2) als Bnheit (1) eingepaSt, deren 
Dicke in etwa der Dtcke des Kartenkdrpers (2) entspncht und 
auf deren einer OberflSche die SuBeren AnschluBbereicbe (3) 
angeordnet sind. Die Einheit (1) wird mindeslens auf einer* 
ihrer OberfllU^hen mit einer elektrisch leitenden Schicht (15) 
versehen, die mit dem den Massekontakt bildehden SuSeren 
/KnscrUuBbereich (3) elektrisch leitehd verbunden wird. 

. (3130 213) 
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Patentansprtlche 

1 . Verf ahreo zur Herstellung einer tragbaren Karte (4) 
zur Informationsverarbfeitung, die einen In der Karte (4) 
angeordneten Halblelter-Chip (5) und SuBere Anschlufibe- 
reiche (3), die mit den KontaktierungsflSchen (17) des 
5 Halbleiter-Chips (5) durch ©in Leiternetz (6) verbunden 

sind, aiifweist, dadurch gekennzeichaet, 
dafl der Halble iter- Chip (5) und die SuBeren Anschlufibe- 
reiche (3) in einer f ensterartigen Aussparung eines Karten- 
kSrpers (2) der aus KartenkSrper (2) imd mindes-tens einer 

10 Deckfolie (25) besteheride Karte ( 4) als Binheit (1) 

eingepaBt* werden, deren Dicke in etwa der Dicke des Karten- 
korpers (2) entspricht und auf deren einer QberflSche die • 
aufieren Anschlnflbereiche (3) angeordnet sind, und dafl die 
Einheit (1 ) mindestens auf einer ihrer OberflSchen mit 

15 einer elektrisch leitenden Schicht (15) versehen wird, die 
mit/den Massekontakt bildenden auBeren Anschluflbereich 
(3) elektrisch leitend verbunden wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 

20 k e n n z e i c h n e t, daB die Einheit ( 1 ) . ganzflSchig 
mit Ausnahme der Here iche der SuBeren Anschluflbereiche (3)f 
die nicht als Massekontakt dienen, mit einer elektrisch 
leitenden Schicht (15) versehen wird, die mif dem, den 
Massekontakt bildenden SuBeren AnschliiBbereich (3) elek- 

25 trisch leitend verbunden wird. . . 

3. Verfahren nach ' Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
k.ennzeichnet, daB die elektrisch leitende 
Schicht (15) mit der RUckseite (l6) des Halble iter- Chips 

30 (5) elektrisch leitend verbunden wird. 
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SIEMENS AKTZENGESELLSCHAFT ' Unser Zelchen 

Berlin imd Mlinchen ^\ p 1 t 0 5 DE 

5 Verfahren zur Herstellving elner tragbaren Karte 
zijr Inf orma-tlonsverarbej-bimg 

Die Erfindung betriJCft ein Verfahren zxir Herstelliing 
10 einer tragbaren Karte zur Inf ormationsverairbeitimg, die 
einen in der Karte angeordneten Halbleiter-Caiip xmd 
SuBere Anschlxiflbereiche , die. mlt den Kontaktienangs- 
fiachen des Halblelterchips durch ein Leitemetz* verbun- 
den sind, aufweist. 

Entsprecbende tragbare Karten, die beispielsweise die 
Form Ublicher Kreditkarten oder Scbeckkarten aiifweisen 
und in deren Halbleiterchlp beispielsweise auBer den tm-* 
veranderlichen persSiilichen Daten des Karteninhabers auch 
20 der Kontostand des Karteninhabers, der sich je nach 

Buchiang bzw. Benutzung der - Kreditkarte. Sndert, gespeicbert 
ist, sind z. B. axis der DE-OS 22 20 721 und der DE-OS 
26 33 164 bekannt. * , ^ 

25 Aus der DE-OS 26 59 573 ist eine .tragbare Karte mit einer 
J^ordnxmg ziir Verarbeitving von elektrischen Signalen, die 
im Inneren der Karte angeordnet ist, und mit auBeren Kon-- 
taktklemmen, die mit der Anordnung durob ein Leitemetz 
verbianden sind, bekannt^ bei der die* Anordnung und das 

30 Leitemetz auf ein und demselben Substrat ruhen, dessen 
Dicke und dessen Flacheninbait relatiy kleiner sind als . 
der Flacheninbait der Karte xmd bei der die -Anordnung in. 
einem Hohlraxm der Karte untergebracht ist land die Kon-- 
taktklemmen dxarch Kontaktbereiche der Leiter des Netzes 

35 . iiber Ausspainmgen in der Karte gebildet sind* 

Nte*. 1 Gae/27.07.1981 
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Befindet sich die Karte nicht in einem Lesegerfit, so 
weist der, in der Karfe angeordnete Halbleiter-Chip 
keine Masseverbindung auf , so daB bei alien bekannten 
Ausftlhrungsfonaen die Gefahr elektrostatiacher Auf- 
5 ladungen besteht. die insbesondere bei Verwendung eines 
im MOS-Technik hergestellten Chips zur ZersteSinihg des 
Halbleiterchips ftihren konnen. Entsprechende elektro- 
statische Axafladungen kSrmen z. B. durch Bertlhrung der 
^ufleren AnschluBbereiche . auf den Halbleiter-Chip Uber- 
10 tra^^en werden. 

Axifgabe der vorliegenden Brflhdung Ist es, hier Abhilfe 
zu scbaffen, und ein Verfahreri zur Herstellung einer , 
tragbaren Karte zur Inf ormationsverarbeitung vorzusehen, 
15 das technisch imd wirtschaftlich einfach durchfUhrbar ist 
land durch das beim spSteren Gebrauch der Karte die Ge- 
fahr des Auftretens elektrostatischer Aufladungen weit- 
gehend vermieden wlrd. 

20 Diese Axjfgabe wird bei einem Verfahren der eingang ge- 
nannten Art erfindungsgemaB dadurch gelBst, daB der 
Halbleiter-Chip und die SviBeren AnschltiBbereiche in eirier 
f ensterartigen Aussparung eines KartenkSrpers als Einheit 
eUigepaBt werden, deren Dicke in etwa/Ses KartenkSrpers 

25 entspricht und auf deren einer Oberfiache die SuBeren 
AnschliiBbereiche angeordnet sind, und dafl die Einheit 
mindestens auf' einer ihrer OberflSchen mit einer elektrisch 
leitenden Schicht vers«hen wird, die mit dem den Masse- 
kontakt bildenden SuBeren Anschlufibereich elektrisch 

30. leitend verbunden wird. Durch das Anordnen von Halbleiter- 
Chip und auBeren Anschluflbereichen als separate, in 
eine f ensterartige Aussparung der Karte einpaBbare Ein- 
heit wird die getrennte Herstellung von Karte und Halb- 
leiter-Chip -beinhaltender Einheit ermSglicht. Der 
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empflndliche Tell der Karte kaim somlt klein gehalten 
werden und die Karte kann auBerlaalb des Bereichs der 
den Halbleiterchip enthaltenden Einheit beliebig flexi- 
bel gestaltet werdea. Durch die elektrisch leitende . 
Oberfiachenschictit, die auf mindestens einer OberflSche 
der Einheit angeordjxet wird \md die mit deni Massekontakt 
des Halbleiterchips elektrisch leitend verbunden wird, • 
wird- die Gefahr statischer Auflad\mgen, die den Halb- 
leiter-Chip zerstSren kSpnten, erheblich reduziert. 



10 



Es liegt im Rahmen der Erfindung, daB eine verbesserte 
Abschirmung des Halbleiter-Chips dadurch erreicht wird, - 
dafi die Einheit ganzflSchig mit Ausnahme der Bereiche 
der axofleren AnschliiBbereiche , die nicht als Massekontakt 
15 dienen, mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen 
wird, die mit dem, dea Massekontakt bildenden Sufieren 
AnschluBbereich elektrisch leitead verbunden wird. 



3ia0213A1J.> 



r 

3130213 



-y^ VPA 81 P 11 0 5 DE . 

Zum gleichen Zwecke ist es von Vorteil. da0 die elek- 
trisch leitende Schicht mit der- RUckseite des Halblelter- 
Chips elektrisch leitend verbunden wird. 

5 Die Erflndung wird Im foligenden anhand der Fig. nSher 
erlSutert. Bs zeigen: 

Die Pig. 1 ein AusltUirungsbei spiel fUr einen Karten- 
kSrper mit eingepaflter einpafibarer Binheit 
-jO in Draufsicht, 

die Fig. 2 eine tragbare Karte, bei der Uber der in 

Fig. 1 darges tell ten, aus KartenkOrper und 
einpaflbarer Einheit geblldeten ^Anordnung 
eine zweite, die Anschliifibereiche aussparende 
^5 Deckfolle angeordnet ist, in Draufsicht, 

die Fig. 3 einen LSngsschnitt durch ein nach dem er- 

findiangsgemaSen Verfahrens hergestelltes Ausr 
fUbrungsbeispiel einer einpaBbaren Binheit 
ISngs der Linie III- III. der Pig. 1, 
' 20 die Fig. 4 ausschnittswelse einen LSngsschnitt durch die 

als Ausftihrungsbeispiel in der Fig. 2 ge- 
zeigte Karte ISngs der Linie IV-IV der Fig. 2 
Tjnd 

die Fig. 5 einen LSngsschnitt durch ein weiteres nach 
25 dem erf indungsgemSBen Verfaihren hergestelltes 

Ausfmmangsbeispiel einer einpaBbaren Ein- 
heit langs der Linie III-III der Fig. 1 • 

In den Figuren sind gleiche Blemente mit gleichen Be- 
30 zugszeichen bezeichnet. 
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Das Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 zeigt einen im 
25 wesentlichen rechteckigen tragbaren Kartenkerper 2. der 
z. B. entsprechend der geltenden europaischen Scheck- 
kartennorrn eine Bre'ite von 53,98 t 0,05 ram und eine LSnge 
von 85,6 + 0,12 mm aufweist. Die Dicke des, z. B. aus 
Thermoplastfolie hergestel Iten Kartenkorpers 2. betragt 
30 beispielsweise 0.5 ram> Der KartenkSrper 2 weist ^orteil- 
hafterweise eine f ensterartige Aussparu.ng 21 auf. in die 
die Einheit 1. in der sich ein Halbleiterclrip in Fom 
eines Mikropacks befin.det. einpaSbar ist. Auf einer Ober- 
flache der Einheit 1 sind mit den Kontaktierungsf 1 achen 
35 des Halbleiterchips verbundene AnschluBbereiche 3 ange- 
ordnet. 
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'Auf der Unterseite der aus Kartenk6rper 2 und einpali- 
barer Einheit 1 gebildeten Anordnung 1st eine erste Deck- 
folie angeordnet. wahrend auf der Oberseite der aus 
KartenkSrper 2 und aopaBbarer Einheit 1 bestehenden Anord- 
5 nung eine zweite. die Anschluflbereiehe 3 aussparende Deck-- 
folie 25 angeo-rdnet ist. Eine entsprechend ausgefuhrte 
Karte 4 ist in Draufsicht in der Fig. 2 gezeigt. 

Die AnschluBbereiche 3 kOnnen bei Durchlauf der Karte 4 
10 durch ein nicht dargestelltes Lesegerat abgetastet werden. 
Der in der Einheit 1 enthaltene Halbleiterchlp kann bei- 
spielswei^e Funktionen wie Serien-ZParallelwandler, 
Parallel/Serienwandler. Schutzcodespeicher . Vergleichs- 
schaltung. Datenspeicher fur IdentitStscode . Datenspeicher 
is fQr Bankdaten und eine VerschlOsselungslogik fOr das 

Ausgangssignal aufweisen. Wie in den Figuren 1 und 2 ge- 
zelgt. ksnnen beispielsweise sechs auBere AnschluBbereiche 
3 fQr je einen seriellen inforraationsausgang . seriellen 
inforraationseingang, Takteingang. Eingang fOr eine Pro- 
20 grammierspannung. Bezugspotential (Masse) und Versorgungs- 
..spannung vorgesehen sein. 

Der innere Aufbau der Einheit 1 ist in der Fig. 3. die 
einen Querschnitt durch das AusfUhrungsbeispiel der Fig. 1 

25 langs der Linie III-IH zeigt. ausgefuhrt. Um insbesondere 
eine geringe Bauhohe der Karte 4 zu erreichen. wird der 
Halbleiterchip 5 in-porm eines Mikropacks kontaktiert 
■ und in der Einheit 1 angeordnet. Der Aufbau eings Mikro- 
packs ist in der DE-PS 20 23 580. der DE-PS 24 14 297 Oder 

30 in der Zeitschrif t-Siemens-Bautei lereporf 16 (1978), 
Heft 2'..Seiten 40 bis 44 nSher erUutert. Als Ausgangs- 
material dient vorzugsweise ein 35 mm brettes hoch- 
temperaturfestes Polyimidband 7. d« gestanzt und z B 
entsprechend den HaBen eines Super-8-Filmes nach DIN 15851 
35. ■ perforiert wird. Hersteller und Anwender konnen daher fur 
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die benotigten Ferti gungsanl agen auf die Antrlebs- und 
Ffirdertechnik der-Fjlmindustrie zurOckgrelfen. 

Vor der Montage der integrierten Schaltiingen wlrd auf 
5 das Polyimidband 7 eine Kupferfolie aufgeklebt, partiell 
galvanisch verzinnt und so geStzt, dafl Leiterbahnen' 6 
und AnschluBpunkte 18 fttr die Chips entstel^erf. 

Nach dem Schneide.n des breiten Fi Imstreifens in vier 
10 schmale .Super-8-Bander Oder z. B.zwei 1 6-mm-Bander 
werden.die hermetisch versiegelten und mit IStfahigen 
AnschlQssen 17 verseheneri HaH)leiterchips 5 in den Film 7 
eingelotet und zusStzlich mit einem Lacktropfen als Be- 
rOhrungsschutz abgedeckt. Da die feinen Kupf eranschlQsse ( 
" 15 frei in das Fenster 8 ira Polyimidband. 7 hereinragen, sind 
die integrierten .Sx:haltungen flexibel .gehaltert und so . 
gegen raechanische und theVmische Verspannung geschOtzt." 
AnschlieBend kann das so hergestellte Mikropack StQck f Or 
Stuck .vom Polyimidband 7 geschnitten werdefl, Bel einer 
20 Dicke des Chips 5 von 0.25 + 0,3 \m ISBt sich mittels 
eines jMikropacks ohne Schwierigkeiten eine Gesamtbauhohe 
fur. die Karte 4 von 0,76 +0,08 mm (europaische Scheck- 
kartennorm) und eine gute Flexibilitat der Einheit 1 
erreichen - 

25 • . 

Die Dicke von Polyimidband 7 und Leiternetz 6 betragt 
typischerweise knapp 0,2 ram, wobei auf das 125 dicke 
Polyimidband 7 eine 25 yum dicke Kleberschicht , dann eine 
35 zjih dicke Kupferfolie, die an ihrer Oberselte mit- einer 

30 .6^m dickeii Zinnschicht bedeckt ist, angebracht wlrd. 

Urn dlese Dicke von etwa 200 yjm auf die gewunschte Dicke 
des KartenkSrpers- 2 von 500 yjm zu vergroBern. ist.es von 
Vortell, die Einheit 1 zii. verdickeri und darait gleich- 
35 zeitig zu versteifen, wodurch ein eventueller Bruch des 
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Chips 5 verhindert wird. Diese Verdickung kann in ein- 
facher Weise dadurch geschehen, daB der Kunststoff- 
zwischentrager 7 auf einer Tragerfolie 9 angeordnet wird, 
die vortei lhaf terwei se solche* AuBenabmessungen aufweist, 

5 daB sie in die f ensterartige Aussparung 21 des Karten- 
kSrpers 2 einpalibar ist, d. h: in Geometrie und Ab- 
raessungen- der Aussparung 21 entspricht. Die Tragerfolie 
9 kann beispielsweise durch Laminieren (Kleben unter 
Druck und Wfirjne) tnit dera Kunststof f zwi schentrager 7 ver- 

10 bunden werden. Ihre Oicke kann z. B. inklusive einer not- 
wendlgen Klebeschicht etwa 300 yum betragen. 

Die Tragerfolie 9 wird vortei lhaf terwei se an der Seite 
des Kunststof fzwischentragers 7, die nicht mi.t dem 

15 metallischen Leiternetz 6 versehen ist, angebracht. Als 
Material fOr die Tragerfolie 9 kannen Kunststoffe wie 
Epoxidharz, insbesondere glasf aserverstSrktes Epoxidharz. 
. Hartpapier oder Kapton und Metalle, wie insbesondere 
Messing, aber auch Kupfer, Nickel-Elsen oder Bronze zur 

20 Anwendung kommen. 

Die Verwendung eines entsprechend dickeren Poly imidbandes 
7 bei der Herstellung des Mlkropacks hatte dagegen eine 
schlechtere Festigkeit zur Folge.. 

25 

Um, falls gegebenenf alls auch auf der Seite des Kunst- 
stof f zwi schentrage'rs 7, auf der das Leiternetz 6 ange- 
ordnet ist, eine weitere Folie auf laminierf werden soil, 
die Oberf lache der Einheit 1 mit den auBeren AnschluB- 

30 bereichen 3 des Le.i.ternetzes 6. abzuschl ieBen oder allge- 
mein eine ebene OberfUche der Einheit 1 oder der Karte 4 
zu schaffen, ist In Weiterentwicklung der Er.findung vor- • 
gesehen, die zunachst eine dem Qbrigen Leiternetz 6 ent- 
sprechende Dicke aufweisenden auBeren AnschluBbereiche 3 

35 in.ihrer Dicke zu verstarken. Dies kann in einfacher 
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Welse durch Aufbringen eines meta 1 1 i schen Grundmaterials. 10 
auf dem als auBeren AnschluBbereich vorgesehenen Teil des 
Leiternetzes 6 errelcht werden. 

Das Aufbringen des metallischen Grundmaterials 10 kann d^rch 
LOten. SchwelBen Oder Kleben erfolgea. Als metall isches 
Grundmaterlal wlrd vortel lhaf terwei se ein unedles Metall. 
beisplelswelse Messing. Federbronze. Nickel-Eisen oder 
Kupfer verwendet. Besonders einfach 1st das metallische ^ 
Grundmaterlal 10 mlttels der bekannten "Ref low-Soldering - 
Methods auf das Leiternetz 6 aufzulQten. da slch dann elne 
Selbstjustierung ergibt. 

' Die zura Leiternetz 6 hingewandten Oberflichen der metalll- 
15 schen Verdlckung 10 werden durch Plattieren Dder ^alva-- _ 
nlsche Behandlung mit einer leitfahigen -und ggf. Idtf^higen 
Oberf lache 22 aus Zlnn. Sllber oder Gold versehen. Wird 
das- Leiternetz 6 mit- der metallischen Verdlckung 10 yer- 
klebt. so kann ein elektrlsch leltfShlger Kleber entweder 
20 dlrekt an der Unterseite der metallischen Verdlckung 10 
angeordnet werden. oder auf einer In einer der oben be-, 
schriebenen Welsen angebrachten metallischen. den Obergangs 
widerstand zwiscHen Metallverdickung 10 und Leiternetz 6 
gering haltenden Oberf lachenschlcht 22 angebracht werden. • 

" Auf die.- die auBeren Kontaktbereiche 3 bildenden Ober- 

fiache der metalllTchen Verdickungen 10 kann zur ErhShung 
der VerschlelBfestlgkeit und ura eine Kontaktf Uche mit 
niedrlgem Obergangswiderstand zu erreichen. mittels 
30 Plattierung oder ml.ttils elnes galvanischen Verfahrens 
. eine weitere metallische Oberf lachenschlcht 23 aus Gold. - 
Chrom. Nickel oder Sllber angebracht werden. 

Die Dlcke des metallischen Grundmaterials 10. bzw. des 
35 Grundmaterials 10 und der Schlchten 22 und 23 wird so 
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nt p 1 ht: es ist .ber auch .agUch. die AnscMuBfl chen 3 
To zu verdlcKen. d,B sle aus der OberfUche der Karte 4 
herausschauen. 

' Auf dlese weise gellngt es. ohne auf eine bestl^mte Techno- 

r/gle angewlesen zu sel.. .etalUsche Verdlckungen 10 . 
• uf ubrlngen. fOr die koste-^Onstlge Material ien verwendbar 
s „d Da von „„terschledUchen «aterUUen u„d unter«b.ed- 

,0 Ticben OberfUchen ausgeg.ngen werden ^f""- 

relche Verfahren yerwendet werden. so daB die Wahl der 
Xrecbenden Technologle fUklbel gestaltet werden Kann. 

Der innere Aufbau der Karte 4 1st i"-^--/'^. ''X^T 
,5 ausschnlttswelsen Querschnitt durcb d>e """Z/^/'^; ' 3 
Unas der Llnle IV-IV zeigt. ausgefOhrt. Ole in der Fig. 
ISngs der "-inie 1 j„ gezelgten MisfOhrungs- 

rers"" trafs :;:rrs;! oi'cke Kun.ts.to«- 

. ":nt:.ger 7 und Tr.gerfoUe 9 "■=''t,::% r^rung • 

20 tracers Z entsprlcht. wlrd In die fensterart.ge Aussparung 
Tl e Kartent.ragers 2 gepre«t. Auf ''^^ ^'''^"ZX.Z- 
KartenKSrper Z und elnp.Bbarer Elnhelt '/'^'^J*/ / °;;,„ 
nung wlrd ein6 erste DeckfoUe 26 angeordnet, die In ihren 
B^ere Ab»essungen den Ab«essungen des "-""."^//^^^ ^ 
« * ohprseite der aus Kartenkorper 2. und 
" '""nrBbarl; E nne" " M det.n Anordnung wlrd e.ne zwe.te, 
M:B:rre:c:r3'aussparende Oeck.o.le « 
deren SuBere Abmessungen ebenfalU denen des Kartenkorpers 
2 entsprechen. 

" Auf dlese Melse gellngt es. elne In.sbesondere NdrmniaBen . 
entsp e nende tragbare karte berzusteUen. die » -e ebene 

^ • * i^»^+ontraaer 2 und die Oeckfolien 25 
OberflEche aufweist. "^a/^^^^^^Ser 2 un 



35 



Oberfiacne auTwexbv.. ^o. v,. 

und 26 konnen aus glasf aserverstarktem Epoxid Oder aus 
Thermoplastkunststoff bestehen und orittels Laminleren 
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verbunden werden. Hierbei ist es beim Aufbringen der 
zweiten Deckfolie 25 von Vorteil. di« Aussparungen der 
Deckfolie .25, die die AnschluBbereiche 3 aufnehmen sollen. 
geringfOgig kleiner al-s es der Fiache der AnschluBbereiche 

5 3 entspricht. auszufOhren und die zweite Deckf ol ie 25 von 
oben auf die AnschluBbereiche 3 bzw. deti TragerkiJrper 2 

• zu pressen. da so die Einheit 1 abgedichtet und vor Ver- 
unreinlgungen geschOtzt ist. 

10 Die zwischen erster Deckfolie 26 .'und zweiter Deckfolie 25 
bzw. zwischen den verstSrkten Anschlufibereichen 3 untl der 
Tragerfolie 9 auftretenden HohlrSume kSiinen durch Ver- 
gieBen oder durch Verspritzen mit - in der Fig. 4 gepunktet 
gezelchnetem - Kunststoff 1 1" ausgef 01 It werden. so daB 

15 die von der Kunststoff oberfiache bis zur Kunststoffunter- 
seite gemessene Dlcke der Dicke des KartenkSrpers 2 in 
etwa entspricht. Als Kunststbffmaterial kommen Silicon- 
kautschuk. Epoxidharze oder Thermoplaste in Frage. Das 
VergieBen oder Verpressen kann " vor dem Einbau der Einheit 

20 in den Kartentrager 2 in einer Form vorgenommen werden. 
Es ist aber auch moglich, die GuB- oder PreBmasse durch 
eine der Deckfolien 25 oder 26 in den ura den Haibleiter- 
chip 5 herum bef indli.chen Hohlraum einzubringen. Wegen 
der Flexibilitat des verwendeten Mikropacks iSt es 

25 aber auch moglich, in einer Ausf Ohrungsforra mit offener " 
Bauweise den den Halbleiterchi p 5 umgebenden Hohlraum 
unausgefQllt zu lassen. 

Ein weiteres Ausf Ohrungsbei spiel fOr die einpaBbare Ein- 
30 heit 1 m der der figi 3 entsprechenden Darstellung- 

zeigt d-ie Fig. 5. pie Anordnung von AnschluBbereichen 3. 

Leiternetz 6, Kunststoff zwischentrager 7, Tragerfolie 9. 

und Halbleiterchip 5 entspricht der in der Fig. 3gezeig- 

ten Anordnung. Zusatzlich ist diese . Anordn-ung dadurch 
35 versteift, daB an ihrer Unterseite eine als Bodenfolie 28 
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ausgefOhrte Bodenanordnung- z ; B. ralttels Laminieren ange-' 
ordnet 1st. Die Bodenfolie 28 ist so d imens ion iert , daB 
sie in die f ensterartige Aussparung 21 einpaBbar ist. 
Die Oberseite der eihpaBbaren Einheit 1 ist zum Abdichten 
5 des urn den Halbleiterchi p 5 befindlichen Hohlraums und 
zur Herstellung einer bis auf die erhOhten AnschluBbere i- 
■ Che 3 ebenen Oberflache der Ethheit .1 mit einer Deckel- 
folie 27 versehen, deren Dlcke z. B. in etwa der Dicke 
des Leiternetzes 6 entspricht und die beispielswelse dort 
10 Aussparungen aufweist. wo auf der Oberfiachedes Kunst- 
stoffzwischentrSgers 7 das Leiternetz 6 angeordnet ist. 

Der um den Halbleiterchip 5 befindliche Hohlraura kann ent- 
weder frei bleiben oder entsprechend den AusfUhrungen zur . 
15 Fi^. 4 vergossen oder verpreBt werden. 

Die einpaBbare Einheit 1 nach Fig. 5 wird entsprechend 
■ den zur Fig. 4 gemachten Ausf Qhrunge.n in die Aussparung 21 
des Kartentragers 2 eingepaBt und an- ihrer Unterseite mit 
20 einer ersten. Deckfolie 26 und an ihrer' Oberseite mit 

einer zweiten Deckfolie 25 versehen und bildet dann die 
erfindungsgemSBe. eine ebene Oberflache aufweisende trag- 
bare Karte 4 . • 
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Befindet sich die Karte 2 nicht in einem LesegerSt, 
so weist der Halbleiter-Chip 5 keine Masseverbindung auf , 
so daB die Gefahr elektrostatisclier Aufladxjrigen be- 
steht, die insbesondere bei Verwendung eines MOS-Chips 
5 zur ZerstBnang des Halbleiterchips 5 ftihren kann.. Um 
' hier Abhilfe zu schaffen, is t er findings gemSLfl vbrge- 
sehen, auf mindestens einer OberflSche der Elnhelt 1 
eine elektrisch leitende Schicht 15 anzuordnen, die^ mit 
dem, den Massekontakt bildenden Stifleren 'AnschliiBbereich 

10 5 elektrisch leitend verbimden ist. Dabei kann entweder 
die Unterseite der Einheit 1 ganzflachig mit der elek- 
trisch leitenden Schicht 15 versehen werden, oder die 
Oberseite der Einheit 1 wird in der Weise mit einer elek- 
trisch leitenden Schicht versehen, dafl lediglich die 

15 Bereiche der aufleren AnschltiBbereiche 3> die nicht als 
Massekontakt dienen, von der elektrisch Xeitenden Schicht 
15 ausgespart sind. 

• ' " . • ^ * . " . 

Die Abschirmung des Halbieiter-Chips 5 wird weiter ve3^- 

20 bessert, wenn die Einheit 1 sowohl an iJirer Unterseite 
ganzflSchlg, als auch an ihrer Oberseite mit Ausnahme 
der .axifleren AnschliiBbereiche 3» die nicht als Massekon- 
takt dienen, mit der elektrisch leitenden Schicht 15 
versehen werden und diese elektrisch leitende SchJdit 15 

25 -z^B. Uber ein LeiterstQck 35- mit dem Massekontakt 
elektrisch leitend verbunden wia?d. 

Als elektrisch leitende Schicht 15 kann eine Metallschicht 
aus Aluminium, Messing,. Broiaze, Kupfer, Vacon, Nickel, 
30 Cr.-Ni-Blech (V2A) bder eine Schicht aus metallisiertem 
Kimststof f , der en Dicke insbesondere im Bereich zwischen 
0,1 yum und 5.0 jxasi gewahlt wird-, vorgesehen ^eln. 

Eine weitere Verringerung des Axifladungsproblems ist 
35 dadurch zu erreichen, daB die nicht von aktiven Element en 
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■ bedeckte RUckscite l6 das Halbleiter-Chips 5 ebenfalls 
metallisiert ausgefUhrt ist und mit dem Massekontakt . 
des Chips 5 elektirisch leitend verbunden ist. Urn dies 
zu erreichen, kaim der Haibleiter-Chip 5 in der Weise 

5 in die Einheit 1 eingebaut werden, daB die IStfahigen 
Anschiasse 17 des Halblelter-Chips 5 nicht vie in der 
Fig. 3 gezeigt von unten sondem von oben an die An- 
schluBpunkte 18 angelStet verden, der Halble iter- Chip 5 
beiia Binbau also mgedreht wird. Die in bekannter Veise 

10 mit einer Metallisierung versehene RJickseite .16 des 

Halbleiter-Chips ist dann in einfacher Weise mit dem zum 
Massekontakt ftmrenden Teil des Leittmgsnetzes 6 ver- 

• bindbar. 

15 Entsprechend dtesen AusfUhrungen kann beispielsweise auch 

• die Bodenfolie 28 oder die Deckelfolie 27 oder beiden 

• Folien nach der Fig. 5 aus elektrisch leitendem Material 
hergestellt sein. Wird eine Decl:elfolie 27 aus elektrisch 
leitendem Material verwendet, so ist darauf zu achten, 

20 daB die Deckelfolie 27 von den Sufieren iinschluBbereichen 

3 die nicht den Massekontakt bilden. elektrisch Iso- 
llerend angeordnet ist. Dies kann z. B. durch Anordnung 
einer in der Dicke der Deckelfolie 27 entsprechenden 
Isolierschicht die entsprechenden AnschluBbereiche 

25 -3 herum be-wirkt werden. .. 

In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, die Karte. 

4 so herzustellen, daB mindestens eine Oberseite der 
Karte 4.iBit einer elektrisch leitenden Schicht- 20 ver- 

30 bunden ist, die mit dem, den Massekontakt bildenden 

auBeren AnschluBbereich 3 elektrisch leitend verbunden 
ist. Die elektrisch leitende Schicht 20 kann aus einem 
metallisierten Kunststoff bestehen, der als Deckfolie 
angebracht wird. 
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Die elektrisch leitende Schicht ist B. in einfacher 
Weise in der Weise zu realisieren, dafl die erste Deck- 
folie 26 imd/oder die zweite Deckfolie 25 aus elektrisch 
leitendem Material hergestellt sind. BezUglicb der Iso-' 
5 lierung der nicht als Massekontakt verges ehenen SuBeren 
■ Anschluflber.eiche 3- gilt das oben Gesagte . 

Die elektrisch leitenden Schichten 15, 20, 25, 26 kBnnen 
femer durch Axifdampf en, Auf drucken.- oder bei aktivierten 

10 Polyimid mittels eines galvanischen Verfahrens auf die 
verwendeten Kxinststofffolien avdTgebracht werden, Vor- 
teilhajfterweise-liat die Metallisieriang im Bereich der 
Karte 4 eine Dicke im Bereich von 0,1 yrxom bis 50 ^tun. 
Soil die entsprechende Metallschicht durchsichtig aus- 

15 gefUhrt sein, so wird ihre Dicke vorteilhafterweise im 
Bereich zwischen 0,01 yum imd 1 ^tm gewahlt* 

Durch den erf indungsgemaBen Aufbau der tragbaren Karte 

4 gelingt es, in wirtschaf tlich gUnstiger We^se eine den 
20 Halbleiter-Chip 5 void die zum Aufienanschlufl notwendigen 

• auBeren AnschlxiBbereiche 3 enthaltehde Binheit 1 yorzu- 
• sehen, die separat von den Folien 25 tmd 27 xmd 

dem Zartenkorper 2 hergestellt und geprOft werden kann, 
wobei die Einheit 1 mit geringem Auf wand mit einer, mit 
25 dem Massekontakt verbimdenen eine statische Aufladung 

verhindemden* elektrisch leitenden Schicht versehen ist.. 
und in einfacher Weise ztir Karte 4 weiteryerarbeitet 
werden kann. 

5 Pigiaren 

3 Patentanspiiiche 
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